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contact ‘avec |la prem bre zone source-drain (102) sur la premere armature

de nasse; de la porte de transm ssion ; et fornmer une cou-
6 11 EP 0 455 340 Bl 12 EERERN
LITTLL LLLEED L1 che isolante initial® (124) sur |a surface du di spo-
sitif; dans |lequol |'ouverture vers |e substrat ex- pose |a seconds zone

source-drain (104) de la porte de transm ssion, et la premere arnature

d' accumul ati on de charge (142) produit un 5 contact avec |a seconde zone
source-drain (104) de |la porte de transg ssion, A travers |'ouverture. 3. _
Proced solon | a revendi catbon 2, dans lequel la ligne de bits est forrnée A

partir de ailiciumpoly- 1o cristallin siliciure. 4. Procid6 solon |'une
qugégonque des revendi ca- tions prec6dentes, dans |equel chacune des cou-
€5 | sol antes conprend une structure oxyde-ni- 15 trure-oxyde. 20 25 30
35 40 45 50 55 7 40 :
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